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【緒言】 

近年，アモルファス InGaZnOに代表される透明アモルファス酸化物半導体(TAOS)が，次世代のディ

スプレイを実現するために、高性能・高信頼性の駆動素子材料として注目されている．このような素

子の長期信頼性を確保するためには，劣化メカニズムの解明が必要不可欠である．近年，TAOS TFT

の劣化要因の一つとして，インパクトイオン化現象を示唆する結果が得られている[1]．しかし，これ

まで明確にこの現象を捕らえた報告はない．本研究では，IGZO TFTからインパクトイオンに起因する

発光現象を観測したので，報告する. 

【実験および結果】 

本研究では電界印加時に TFT から生じる発光現象に着目し，これをエミッション顕微鏡（図 1）で

解析した．受光部は 380nm～1100nm に感度がある SI-CCD カメラ（浜松ホトニクス社製）を用いた．

測定対象は熱酸化 SiO2（100nm）/低抵抗 Si基板上に作製したボトムゲート型 a-IGZO TFTであり，

印加するドレイン－ソース間電圧（Vds），ゲート－ソース間電圧（Vgs）を変化させたことによる発光

強度の差を観察した． 

図 2は a-IGZO TFTの顕微鏡画像（左下）と発光画像であり，チャネル領域のうちドレイン電極端で

可視光領域であると思われる発光が確認されている．IGZOの禁制帯幅は約 3.3 eVであるのに対して，

今回観測された発光はこれより長波長になる．ドレイン電圧を固定して、ゲート電圧を増加させると、

発光強度は増加するが、ゲート電圧 Vgs = 12 V付近で最高になり，その後ゲート電圧を上げても減少し

ていくことが分かった．ドレイン電圧 Vdsを上げるとこの発光は強くなるが，Vgs = 12 V以上のゲート

電圧で減少する現象は同様であった．発表では，発光現象と素子の劣化の関係について議論する． 
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図 1  エミッション顕微鏡概略図 図 2  a-IGZO TFT の発光現象 
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